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letransistor MOS de type p ou simplement transistor pMOS

L’ appellation MOS destransistors en question découle de leur
abréviation anglaise MOSFET qui désigne alafoislastructure
et lefonctionnement du dispositif:

metal-oxyde-semiconductor field-effect-transistor




Transistor MOS

Classement des cor ps solides

Selon leur conductivité électrigue les cor ps solides sont classés en
trois groupes:

les métaux présentent une grande conductivité pratiquement
indépendante de latempérature

lesisolants ont une conductivité pratiquement nulle a toute
température

les semi-conducteur s sont caractérisés par une conductivité qui
augmente fortement avec la température, dépend fortement des
impur etés setrouvant dansle matériau et peut varier en surface
sous|’action d’un champ électrique

Semi-conducteur
Silicium pur: arrangement atomique

Lesilicium pur est le semi-conducteur de base pour le substrat







Semi-conducteur
Silicium dopé de type n: atome pentavalent (0,1ev)
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Adjonction d’atomes donneurs: phosphore (P) ou arsenic (As)

Semi-conducteur
Silicium dopé detype p: atometrivalent
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Adjonction d’atomes accepteurs: bore (B)




Semi-conducteur
Oxydedesilicium (SO,): coucheisolante (0,1u)
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Transistor nMOS

Coupedu transistor
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S: source, G: grille, D: drain, B: substrat (en anglais: bulk)




la diode symboliselesjonctions pn entre BD et BS







VT : tension de seuil du transistor
VT=05-1[V]
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VSS

MOS a déplétion: transistor a canal n implanté avec V1<0




la diode symboliselesjonctions pn entre DB et SB
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VT : tension de seuil du transistor
VT=-1[V]
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Transistor nMOS

Paramétres géométriques et technologiques

W: largeur du canal, L: longueur du canal, D: épaisseur del’ oxyde

Transistor nMOS

Modédelinéaire

Lemodéelinéaire du transistor est valable pour Vps petit:
Ips=PB (Ves—VT) Vbs

Dans ce modéle 3 est lefacteur degain du transistor:
B=eu/D.W/L

L efacteur technologique eu/D introduit la constante diélectrique
del’oxyde (€) et la mobilité des électrons (un) ou destrous (Up)
avec:

Un = 1’6 Up

L e facteur géométrique correspond a W/L
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Presdel’origine des axes Vps et Ips, le transistor se comporte
comme unerésistance:
Ips=1/R Vps

Danscetterelation, la conductance 1/R satisfait la relation:
UR =B (Ves—Vr7)

Lavaleur limite s obtient par dérivation:
dlps/dVps=0

B(Ves—VT1)—BVbs=0
Vps=Vges—Vr7

Il s'agit delatension de saturation:
Vpssat = Ves—Vr

L e courant de saturation correspondant vaut:
Ipssat = U2 B (Ves—VT1)? =12 Vpssat?
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Transistor nMOS

Courbesdu transistor
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trois groupes:
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indépendante de latempérature
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température

les semi-conducteur s sont caractérisés par une conductivité qui
augmente fortement avec la température, dépend fortement des
impur etés setrouvant dansle matériau et peut varier en surface
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Semi-conducteur
Oxydedesilicium (SO,): coucheisolante (0,1u)
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Transistor nMOS

Coupedu transistor
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S: source, G: grille, D: drain, B: substrat (en anglais: bulk)




la diode symboliselesjonctions pn entre BD et BS







VT : tension de seuil du transistor
VT=05-1[V]
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VSS

MOS a déplétion: transistor a canal n implanté avec V1<0




la diode symboliselesjonctions pn entre DB et SB
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